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[研究背景] ダイヤモンドは高いバンドギャップエネルギー、絶縁破壊電界、移動度を有すること

から、パワー半導体への応用が期待される。これまで、ダイヤモンドショットキーバリアダイオ

ード (SBD) において高い絶縁破壊電界などの優れた特性が報告されている[1]。しかしながら、

ダイヤモンド SBD において高温の熱処理で電気特性が劣化する課題がある[2]。さらに、n 型ダ

イヤモンドの報告は少なく[3]、その導電性制御は課題を残している。これらの課題の有効的な解

決策として表面活性化接合法を用いて p 型ダイヤモンドと n 型半導体を直接接合することを着

想した。これまで我々は、n 型半導体/p 型ダイヤモンドヘテロ接合ダイオード (HD) の作製の第

一歩として、 p 型 Si/p 型ダイヤモンド HD の作製を行っている[4]。本研究では、 p 型 Si/p 型

ダイヤモンド HD の熱処理による特性変化を評価し、Al をショットキー電極とする Al/p 型ダ

イヤモンド SBD と比較を行った。 

[結果] 熱処理前後の p 型 Si/p 型ダイヤモンド HD 

の室温における電流-電圧 (I-V) 特性を図 1 (a) に示

す。873 K、1073 K で熱処理後の I-V 特性から導出さ

れる理想因子がそれぞれ 1.42、1.33 で、3 V での逆方

向バイアス電流がそれぞれ 3×10-3、0.337 mA/cm2 で

ある。熱処理前後の Al/p 型ダイヤモンド SBD の

室温における電流-電圧  (I-V) 特性を図  1(b) に示

す。873 K、1073 K で熱処理後の I-V 特性から導出さ

れる理想因子がそれぞれ 1.57、 2.01 で、3 V での逆

方向バイアス電流がそれぞれ  3×10-3-3×10-2、114 

mA/cm2 である。p 型 Si /p 型ダイヤモンド HD の 

1073 K での熱処理による電気特性の劣化は Al/p 型

ダイヤモンド SBD に比べ小さく、p 型 Si/p 型ダイ

ヤモンド HD の耐熱性を実証した。 
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Fig. 1. The I-V characteristics at room 

temperature for p+-Si/p-diamond HDs (a) and 

Al/diamond SBDs (b) without being annealed, 

and annealed at 703 K, 873 K, and 1073 K. 
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